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【はじめに】全光信号処理デバイスとして多モード干

渉導波路(MMI)を用いた全光フリップフロップ[1]や面

発光レーザ(VCSEL)を用いた全光インバータ[2]が実証

されている．我々は半導体量子井戸マイクロリングレ

ーザを用いて異なる隣接発振波長間での全光フリップ

フロップとインバータの実証を行ってきた[3]．今回，

全光インバータ動作の注入光パワー依存性と注入光波

長のDetuning特性を測定したので報告する． 

【デバイス構造】製作したデバイスはバスライン導波

路に単一マイクロリングが結合したall-pass型で，活性

層にInGaAs/InGaAsPの多重量子井戸(9層)を用い，クラ

ッドはInPである．ハイメサ導波路の幅は2.0μm，上部

InPクラッド厚は1.0μm，リングとバスライン間の結合

部は2段階エッチングによって活性層上面まで形成し

たギャップ幅0.8μmの方向性結合器[4]を用いた．リン

グレーザのリング周回長は632.6m(FSR=1.16nm)であ

り，発振閾値電流は約42mAである．デバイスの発振ス

ペクトル特性を図1に示す． 

【測定結果】波長1588.93nm()で発振状態にあるリン

グレーザに隣接発振波長 1589.970nm(に近い

1589.985nmに入力光(CW)の波長を設定し，光強度を変

化させて入力して，出力スペクトルの，の発振ピ

ーク強度を測定した(図2)．入力光強度を上昇させると

の発振ピークが約20dB低下して，-15dBm以上で

の発振に切り替わる光インバータ動作を確認した． 

入力光の波長が変化したときの発振ピーク強度の

Detunig特性を図3に示す．入力光波長がよりnm

だけ長波長側でピーク強度の変化がもっとも大きく，

入力光強度を約-3dBmまで上昇させると光インバータ

動作の起きる波長幅が約0.04nm(5GHz)に広がること

を確認した．  
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Fig.1: Lasing spectrum from port#2 

 

Fig.2: Injected power dependence of inverter operation 
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(a) Output power at  (b) Output power at 

Fig.3: Detuning dependence of inverter operation 
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